NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES

TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES

Compl. of ESM 132, 133, 134

- Complementary power amplification stages
Amplification de puissance & symétrie complémentaire

2N 5294
2N 5296
2N 5298

70V 2N gg;
- Medium power switching Vceo 33 %: 5298
Commutation moyenne puissance
IC 4 A
Regulation Piot 3BW
Régulation
o Rﬂl[i—ﬂ} 3,5°C/W max
fr 0.8 MHz min
Dissipation Plastic case TO-220 AB— See outline drawingCB-117on last pages
Variation de dissipation Boitier plastique Vioir dessin cord C@-117 dernidres pages
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75 i h'\
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o Weight -2 g. Collector is connected to case
S0 00 150 fogei®Ch Massa Le coflecteur est ralid au boTtier
- Unl therwi ted
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) teage = 25°C E&:!?:d?mﬁ;rz::nﬁm}

VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION

2N 5294 2N 5296 2N 5298

Collector-base voltage

o Veso 80 60 80 v
Ealictoranitter voltage Veeo 70 40 60 v
SOty amitie voltdne Rge=1002 | VcER 75 50 70 v
s e Vee=-15V | VeEx 80 60 80 y
e ks ' Veso 7 5 5 v
T oy e : L ! 2
A s s 2z 2 A
. we®o | fe | ®  w  » | W
RO met | W 10 18 e
Storage temperature min g —65 —65 —65 °c
Température de stockage max +150 +150 +150 °Cc




2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

=2 e A
STATIC CHARACTERISTICS 1 = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
v =865V
CE
Vg =15V s A
2N 5294
Vog =85V 2N 5298
‘JBE ==158V 3 mA
1 = 150°C
Collector-emitter cut-off current e 1
Courant rdsidus! collecteur-smetreur CEX
VBE =_15V 2 ma,
Vog =35V 2N 5296
Vgg =—15V 5 mA
l:‘:ase = 150°C
v =50V
CE 2N 5294
RBE ~ ;2? 5 2N 5298 0.5 mA
Collector-emitter cut-off current fease = . |
Courant résiduel collecteur-émertsur CER
Yop =Y 2N 5204
I“:.'ase = 150°C
Ve =7V
g 2N 5294 1 mA
Emitter-base cut-otf current c 'EBO
Cowurant rdsiduel dmetteur-base
VEB =5V 2N 5296 1 mA
Ic =0 2N 5298 1 mA
s 2N 5294 | 70 v
Collector-emitter breakdown volta 'c = 100 mA A" -
Tansion de claquage w.-‘.'uuurmrwu.?a lg =0 CEOQsus g: gz:g 40 v
60 v
Collector-emitter braakdown voltage lg =100mA Vv W | ANDIDY] 78 ¥
Tension de claquage collectsur$metteur Rgg = 1008 CERsus | 2N 52096 | 50 v
2N 5298 | 70 v
Collector-emitter breakdown voltage lg =100mA v * | 2N 5294 B8O ¥
Tension de claquage collectsur-dmattaur Vgg =—15V CEXsus | 2N 65296 | 60 v
2N B298 | 80 v
v =4V
CE
e =05A 2N 5294 | 30 120
Static forward current transfer ratio Veg =4V & *
Valeur statique du repport oe transfert
it sy e =1A 21E 2N 5296 | 30 120
Vap =4V
CE
'C =15A 2N 5298 | 20 80
* Pulsed t,=300ps & <2%
Impuisions
=l —— v




2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions ,
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
I =05A
C ¥
Iy =0,06A 2N 5294 1 v
*
Collector-emitter saturation veltage lg =1A v
Tension de saturation collecteur-dmetteur |(B: =0,1A CEsat 2N 5296 1 v
| =15A
Cc ’ 1
lg =015A 2N 5298 v
V=4V
CE
e =0 5A 2N 5294 1.1 v
2 *
Base-emitter voltage Ve =4V v,
Tension base-dmetteur IC =1A BE 2N 5206 1.3 v
Vo4 2N 5298 15 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signalxl
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signauxi
Transition f = gl
ransition frequency _ f
Fréquence de transition le =02A T 0.8 MHz
f =1 MHz
| =05A
c y 5
'B —0,06A 2N 5294 5 [z
. ] =1A
Turn-on time c + us
Temps total d'établissement g = 01A Wt 2N 6286 5
Ic =15A i g
g =015A SRR B
| =05A
c "
g =t005A 2N 5204 15 Hs
Turn-aff time e =1A
Temps total de cOuUpUre |B =+0,1A t+ i 2N 5296 15 HE
l =15A
C : s
IB =40,15A 2N 5298 15
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance ch[i- o as oC/W
Résiztance thermigue (jonction-baftier]
Junction-ambient thermal resistance R i at o
Résistance thermique (jonction-ambiants) thij-ai 70 cw
* pulsed 1, =300us & <2%
Impulsions
— — e e — e I S T




2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

10 us ! . Non inductive resistances
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2N 5296

e—a—

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecieur en fonction de la tension Courant collecteur an fonction de la tension
lg collecreur-dmatteur le  collecteur-émettaur
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Vep =4V vl Veg =4V
300 /
08
nen = 209C]
250 _\\ fpase /1
N\ - 128°C
N case = B
zm \\ D.B / l.m = 129°Ci—
\ .a/
L N 04 o
lmm = 28°C \ v
ol \
100 { '\ \\
\§ 0,2
50 .
w""n-
@ 2 8 2 68 2 4 &8 0 2 4 68 2 68 2 4 68
4 6 4 4
102 10" 10° IiA) 102 10" 100 (A




2N 5296

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saruration collecteur-dmerteur an
M cgsar fonction du courant coliecteur
v B=10

0,8 I
0,6 l

0.4 /

0,2 A

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE

Courant base en fonction de ia tension base-
lg  émeiieur

imAl g Vog =4V
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/ t = 259C
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saruration base-émetfaur en

Y gEsar fONCrion du courant coliecteur

vl ' s='1cp /
T

0,3 Lease = 25
0.6 ] [
o / 1
mmiZ gt
0,4 5 |
l
0,2 i

THANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRENT

Frégquence de transition en fonction du
fr courant collecteur
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

e O =
TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Tension collecteur-émetteur en fonction de fa Capacitd de sortie en fopction de fa
VCE résistance bage-dmetteur sz} tension coliecteur-base
vl [ 1] I. =100 mA ipFi 1 =500
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SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
CURRENT FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Temps de commutation an fonction du Facteur de réduction de la résistance thermique en
t courant collecteur régime ' impulsions
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